
⽇程表（分科別Ⅰ）

⼤分類分科名
中分類分科名 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

SP 特別シンポジウム

SP1 ⾃動運転とLiDAR 141
13:00 ~ 17:50

SP2 インフォマティクスへの招待　〜　機械学習・インフォマティクス
は応⽤物理をどう変えるか︖　〜

CE
10:00 ~ 12:00

CE
13:00 ~ 18:30

SP3 GaNのエピタキシャル成⻑とデバイス科学 CE
13:30 ~ 17:45

SP4 最先端プラズマ科学技術が創る未来社会 ~半導体から医
療・農業・宇宙探査まで~

331
13:30 ~ 17:30

S シンポジウム
S1 科学技術の⼈材育成および教育の取り組みとその活性化 －
東海地区－

135
14:00 ~ 17:30

S2 加速器質量分析の最前線と展望 223
09:00 ~ 12:15

S3 研究炉が切り拓く未来の研究・次世代の⼈材育成 223
13:45 ~ 16:55

S4 ユビキタス・パワーレーザー 〜 科学のフロンティア開拓から先端
技術の社会実装まで

233
13:30 ~ 18:30

S5 光AIの最新動向 232
13:30 ~ 17:20

S6 量⼦コンピュータと量⼦シミュレーションの現状と展望 II 145
13:30 ~ 16:35

S7 フォトニクスが⽣み出すイノベーションと新産業創出 232
13:30 ~ 16:45

S8  超スマート社会に向けての固体イオニクスデバイス　 〜基礎か
ら情報通信、⼈⼯知能、電池への応⽤まで〜

432
09:30 ~ 12:00

432
13:30 ~ 17:30

S9 IoTに資する⾼周波デバイスにおける機能性酸化物の役割 CE
13:30 ~ 17:25

S10 3次元積層集積デバイスによる半導体集積回路技術の進
展と展望

432
13:45 ~ 17:30

S11 クライオ電⼦顕微鏡最前線 225B
13:30 ~ 16:20

S12 プラズマ・インフォマティクス  〜 ビッグデータ解析の活⽤による
プラズマ科学の発展 〜

141
13:30 ~ 17:15

S13 スピントロニクス材料研究の新潮流  〜⼆次元系を中⼼に
〜

331
13:45 ~ 17:00

S14 ナノバイオ・ナノ医療に向かう技術イノベーション 〜材料、デ
バイスから計測まで〜

144
13:00 ~ 18:20

S15 深化する有機半導体結晶︓量⼦解放の分⼦科学に向け
て

231C
10:00 ~ 12:00

231C
13:30 ~ 17:30

S16 ⽇韓の有機エレクトロニクス研究II︓基礎研究と応⽤研究
の視点から

141
13:30 ~ 17:45

S17 ⾦属ハライドペロブスカイト型物質の応⽤物理 145
13:30 ~ 17:25

S18 化合物カルコゲナイド太陽電池の最新技術 - CIGS系・
CZTS系・CTS系太陽電池の⾼効率化とその課題 -

133
13:30 ~ 17:45

S19 材料・プロセスが切り開く未来半導体デバイス 233
13:30 ~ 17:50

S20 ナノエレクトロニクス材料・デバイス研究開発を⽬指した先端
イオン顕微鏡技術

233
13:30 ~ 18:00

S21 ⽇韓ジョイントシンポ︓ワイドバンドギャップ半導体デバイス CE
09:00 ~ 11:55

CE
13:00 ~ 14:45

S22 Poly-Si TFTのルネサンスと新展開 144
13:30 ~ 18:35

S23 強誘電HfO2技術の最新動向　〜プロセス・物性からデバイ
ス・回路応⽤まで〜

141
13:30 ~ 18:30

S24 アトミックレイヤープロセスの現状と展望 223
13:45 ~ 18:45

S25 窒化物半導体特異構造の科学　〜窒化物プロセス技術の
新展開〜

146
13:30 ~ 18:00

S26 シリカガラスの最前線 432
14:00 ~ 18:00

S27 ファンデルワールス積層ヘテロデバイスの最前線 311
13:30 ~ 17:15

T チュートリアル

T1 超伝導量⼦回路と量⼦コンピューター（蔡 兆申） 135
13:30 〜 16:00

T2 真空の世界︓真空技術の基礎（栗巣 普揮） 135
09:00 〜 12:10

CS コードシェアセッション
CS.1 3.2材料・機械光学, 12.3機能材料・萌芽的デバイスの
コードシェアセッション

232
10:00 ~ 11:30

CS.2 3.3情報フォトニクス・画像⼯学, 4.4Information
Photonicsのコードシェアセッション

221B
09:15 ~ 12:00

221B
13:15 ~ 16:30

PB10
09:30 ~ 11:30

CS.3 3.5レーザー装置・材料, 3.14光制御デバイス・光ファイ
バーのコードシェアセッション

431B
10:45 ~ 12:00

CS.4 3.11フォトニック構造・現象, 3.12ナノ領域光科学・近接
場光学のコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 12:00

CS.5 3.11フォトニック構造・現象, 3.13半導体光デバイス, 3.15
シリコンフォトニクスのコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 11:30

CS.6 3.11フォトニック構造・現象, 13.6ナノ構造・量⼦現象・ナ
ノ量⼦デバイスのコードシェアセッション

143
09:00 ~ 12:00

CS.7 6.5表⾯物理・真空, 7.6原⼦・分⼦線およびビーム関連
新技術のコードシェアセッション

431B
13:45 ~ 17:15

CS.8 7.4量⼦ビーム界⾯構造計測, 9.5新機能材料・新物性
のコードシェアセッション

212B
13:30 ~ 16:45

CS.9 10.1新物質・新機能創成（作製・評価技術）, 10.2ス
ピン基盤技術・萌芽的デバイス技術, 10.3スピンデバイス・磁気メ
モリ・ストレージ技術, 10.4半導体スピントロニクス・超伝導・強相
関のコードシェアセッション

131
09:00 ~ 12:00

131
13:00 ~ 15:15

2018年9⽉18⽇(⽕) 2018年9⽉19⽇(⽔) 2018年9⽉20⽇(⽊) 2018年9⽉21⽇(⾦)

講演分科⽇程表の読み⽅
（例）

場所の記号（432会場）

講演時間

ポスターセッション
の会場

講演時間

2018年3⽉17⽇（⼟）

432
13︓00〜17︓00

PA1
16︓00〜18︓00



⽇程表（分科別Ⅱ）
⼤分類分科名
中分類分科名 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1 応⽤物理学⼀般

1.1 応⽤物理⼀般・学際領域 225A
13:15 ~ 16:30

PA1
13:30 ~ 15:30

1.2 教育 PA1
09:30 ~ 11:30

1.3 新技術・複合新領域 212B
09:15 ~ 12:00

PA2
13:30 ~ 15:30

1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 PB1
09:30 ~ 11:30

231A
13:15 ~ 16:00

1.5 計測技術・計測標準 231A
09:30 ~ 11:45

231A
13:15 ~ 17:30

PA6
16:00 ~ 18:00

1.6 超⾳波 231B
10:00 ~ 12:00

PA1
13:30 ~ 15:30

2 放射線
224B
09:00 ~ 11:45

224B
13:30 ~ 15:30

2.2 検出器開発 224B
09:00 ~ 12:00

224B
13:00 ~ 15:00

2.3 放射線応⽤・発⽣装置・新技術 231B
13:15 ~ 17:45

3 光・フォトニクス

3.1 光学基礎・光学新領域 231C
09:30 ~ 12:15

231C
13:15 ~ 18:30

PA2
09:30 ~ 11:30

3.2 材料・機器光学 436
13:45 ~ 15:45

PA1
09:30 ~ 11:30

CS.1 3.2材料・機械光学, 12.3機能材料・萌芽的デバイスの
コードシェアセッション

232
10:00 ~ 11:30

3.3 情報フォトニクス・画像⼯学 431B
13:45 ~ 17:30

CS.2 3.3情報フォトニクス・画像⼯学, 4.4Information
Photonicsのコードシェアセッション

221B
09:15 ~ 12:00

221B
13:15 ~ 16:30

PB10
09:30 ~ 11:30

3.4 ⽣体・医⽤光学 PB6
16:00 ~ 18:00

234A
09:00 ~ 11:30

234A
13:15 ~ 17:45

3.5 レーザー装置・材料 431B
09:00 ~ 10:30

431B
13:45 ~ 18:45

PB2
09:30 ~ 11:30

CS.3 3.5レーザー装置・材料, 3.14光制御デバイス・光ファイ
バーのコードシェアセッション

431B
10:45 ~ 12:00

3.6 超⾼速・⾼強度レーザー PA3
09:30 ~ 11:30

211A
09:15 ~ 12:00

211A
09:15 ~ 12:15

211A
13:30 ~ 17:15

3.7 レーザープロセシング 136
09:00 ~ 12:15

136
13:45 ~ 18:00

PA4
09:30 ~ 11:30

224A
09:00 ~ 11:45

3.8 光計測技術・機器 PA4
16:00 ~ 18:00

438
09:00 ~ 12:15

438
13:45 ~ 19:00

3.9 テラヘルツ全般 PB3
09:30 ~ 11:30

212A
13:15 ~ 17:30

212A
09:00 ~ 11:45

212A
13:15 ~ 14:45

3.10 光量⼦物理・技術 438
09:30 ~ 11:30

438
13:45 ~ 16:45

PA5
09:30 ~ 11:30

3.11 フォトニック構造・現象 225B
09:30 ~ 11:45

225B
13:15 ~ 17:15

PA1
13:30 ~ 15:30

CS.4 3.11フォトニック構造・現象, 3.12ナノ領域光科学・近接
場光学のコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 12:00

CS.5 3.11フォトニック構造・現象, 3.13半導体光デバイス, 3.15
シリコンフォトニクスのコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 11:30

CS.6 3.11フォトニック構造・現象, 13.6ナノ構造・量⼦現象・ナ
ノ量⼦デバイスのコードシェアセッション

143
09:00 ~ 12:00

3.12 ナノ領域光科学･近接場光学 437
09:00 ~ 12:30

PA7
16:00 ~ 18:00

224A
13:15 ~ 18:00

224A
09:00 ~ 11:45

224A
13:15 ~ 16:45

CS.4 3.11フォトニック構造・現象, 3.12ナノ領域光科学・近接
場光学のコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 12:00

3.13 半導体光デバイス 232
09:00 ~ 12:00

232
13:15 ~ 18:00

PB4
09:30 ~ 11:30

CS.5 3.11フォトニック構造・現象, 3.13半導体光デバイス, 3.15
シリコンフォトニクスのコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 11:30

3.14 光制御デバイス・光ファイバー 212A
13:15 ~ 16:30

PB5
09:30 ~ 11:30

CS.3 3.5レーザー装置・材料, 3.14光制御デバイス・光ファイ
バーのコードシェアセッション

431B
10:45 ~ 12:00

3.15 シリコンフォトニクス 212A
09:30 ~ 11:45

212A
13:15 ~ 17:30

PA3
13:30 ~ 15:30

CS.5 3.11フォトニック構造・現象, 3.13半導体光デバイス, 3.15
シリコンフォトニクスのコードシェアセッション

225B
09:00 ~ 11:30

4 JSAP-OSA Joint Symposia 2018

4.1 Plasmonics and Nanophotonics 211B
09:15 ~ 11:45

211B
13:15 ~ 18:15

211B
09:15 ~ 11:45

211B
13:15 ~ 18:00

PB6
09:30 ~ 11:30

4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit
and Silicon Phonics

PB7
09:30 ~ 11:30

211B
09:00 ~ 11:45

211B
13:15 ~ 16:15

4.3 Ultrafast Optics and Photonics 221B
09:45 ~ 11:45

221B
13:15 ~ 14:45

CS.2 3.3情報フォトニクス・画像⼯学, 4.4Information
Photonicsのコードシェアセッション

221B
09:15 ~ 12:00

221B
13:15 ~ 16:30

PB10
09:30 ~ 11:30

4.5 Nanocarbon and 2D Materials 221B
13:15 ~ 17:15

4.6 Terahertz Photonics 221B
13:15 ~ 18:30

4.7 Laser Material Processing and Manipulation 231B
13:15 ~ 16:45

4.8 Quantum Optics and Nonlinear Optics 211B
09:00 ~ 11:45

211B
13:15 ~ 16:15

2.1 放射線物理⼀般・検出器基礎

PB5
16:00 ~ 18:00

2018年9⽉18⽇(⽕) 2018年9⽉19⽇(⽔) 2018年9⽉20⽇(⽊) 2018年9⽉21⽇(⾦)



⽇程表（分科別Ⅲ）

⼤分類分科名
中分類分科名 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
6 薄膜・表⾯

6.1 強誘電体薄膜 133
09:00 ~ 12:15

133
13:45 ~ 19:00

PB8
09:30 ~ 11:30

6.2 カーボン系薄膜 PB9
09:30 ~ 11:30

222
13:15 ~ 19:30

232
09:00 ~ 12:00

232
13:15 ~ 18:00

6.3 酸化物エレクトロニクス 223
09:15 ~ 11:45

223
13:15 ~ 18:00

PB1
13:30 ~ 15:30

222
09:00 ~ 12:15

222
09:00 ~ 12:00

6.4 薄膜新材料 PA2
13:30 ~ 15:30

234B
09:15 ~ 11:45

234B
13:15 ~ 18:30

234B
09:15 ~ 11:45

234B
13:15 ~ 15:30

6.5 表⾯物理・真空 431B
10:00 ~ 12:15

PB2
13:30 ~ 15:30

CS.7 6.5表⾯物理・真空, 7.6原⼦・分⼦線およびビーム関連
新技術のコードシェアセッション

431B
13:45 ~ 17:15

6.6 プローブ顕微鏡 143
09:30 ~ 11:45

143
13:45 ~ 17:45

143
09:30 ~ 11:45

PB3
13:30 ~ 15:30

7 ビーム応⽤

7.1 X線技術 235
10:00 ~ 12:00

235
13:30 ~ 16:45

7.2 電⼦ビーム応⽤ 223
13:15 ~ 16:30

7.3 微細パターン・微細構造形成技術 234A
13:30 ~ 16:15

CS.8 7.4量⼦ビーム界⾯構造計測, 9.5新機能材料・新物性
のコードシェアセッション

212B
13:30 ~ 16:45

7.5 イオンビーム⼀般 222
13:15 ~ 15:15

7.6 原⼦・分⼦線およびビーム関連新技術 PB4
13:30 ~ 15:30

CS.7 6.5表⾯物理・真空, 7.6原⼦・分⼦線およびビーム関連
新技術のコードシェアセッション

431B
13:45 ~ 17:15

8 プラズマエレクトロニクス

8.1 プラズマ⽣成・診断 141
09:00 ~ 10:30

PA5
16:00 ~ 18:00

8.2 プラズマ成膜・エッチング・表⾯処理 438
09:00 ~ 12:15

438
13:45 ~ 19:15

PB1
13:30 ~ 15:30

8.3 プラズマナノテクノロジー 437
09:00 ~ 12:00

PB2
13:30 ~ 15:30

146
13:45 ~ 16:15

144
09:00 ~ 12:30

PA6
16:00 ~ 18:00

8.5 プラズマ現象・新応⽤・融合分野 PA7
16:00 ~ 18:00

136
09:00 ~ 12:15

136
13:45 ~ 16:00

8.6 Plasma Electronics English Session 234A
09:00 ~ 10:15

234A
12:00 ~ 12:45

PA8
16:00 ~ 18:00

8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 234A
10:30 ~ 12:00

141
11:45 ~ 12:15

8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 141
10:45 ~ 11:45

9 応⽤物性

9.1 誘電材料・誘電体 231A
09:00 ~ 11:45

PB1
13:30 ~ 15:30

9.2 ナノワイヤ・ナノ粒⼦ 221A
09:00 ~ 11:45

221A
13:15 ~ 18:15

PB2
13:30 ~ 15:30

9.3 ナノエレクトロニクス PB3
13:30 ~ 15:30

221A
09:30 ~ 11:30

221A
13:00 ~ 14:30

9.4 熱電変換 PA8
16:00 ~ 18:00

438
09:15 ~ 12:00

438
13:45 ~ 17:15

9.5 新機能材料・新物性 PB1
09:30 ~ 11:30

437
13:45 ~ 18:00

CS.8 7.4量⼦ビーム界⾯構造計測, 9.5新機能材料・新物性
のコードシェアセッション

212B
13:30 ~ 16:45

10 スピントロニクス・マグネティクス
CS.9 10.1新物質・新機能創成（作製・評価技術）, 10.2ス
ピン基盤技術・萌芽的デバイス技術, 10.3スピンデバイス・磁気メ
モリ・ストレージ技術, 10.4半導体スピントロニクス・超伝導・強相
関のコードシェアセッション

131
09:00 ~ 12:00

131
13:00 ~ 15:15

131
09:00 ~ 11:45

PB1
13:30 ~ 15:30
131
16:00 ~ 17:30

10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術 331
09:00 ~ 10:30

10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術 331
10:45 ~ 12:15

10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関 131
15:30 ~ 17:00

131
09:00 ~ 12:00

131
13:00 ~ 14:45

10.5 磁場応⽤ 431B
09:00 ~ 12:15

11 超伝導

11.1 基礎物性 143
13:45 ~ 17:30

143
09:30 ~ 11:45

11.2 薄膜，厚膜，テープ作製プロセスおよび結晶成⻑ 143
13:45 ~ 17:00

11.3 臨界電流，超伝導パワー応⽤ 212B
13:15 ~ 17:15

11.4 アナログ応⽤および関連技術 212B
09:00 ~ 11:00

212B
13:15 ~ 17:15

11.5 接合，回路作製プロセスおよびデジタル応⽤ 212B
09:00 ~ 12:00

2018年9⽉18⽇(⽕) 2018年9⽉19⽇(⽔) 2018年9⽉20⽇(⽊) 2018年9⽉21⽇(⾦)

PA1
09:30 ~ 11:30

8.4 プラズマライフサイエンス

10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）

PB1
13:30 ~ 15:30

PB2
09:30 ~ 11:30



⽇程表（分科別Ⅳ）

ウェブプログラム、講演会アプリではプログラムだけでなく予稿も閲覧できます。

⼤分類分科名
中分類分科名 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

12 有機分⼦・バイオエレクトロニクス

12.1 作製・構造制御 231C
09:00 ~ 11:45

231C
13:15 ~ 18:15

PA2
09:30 ~ 11:30

12.2 評価・基礎物性 PA2
09:30 ~ 11:30

231B
13:15 ~ 17:15

231C
09:00 ~ 12:00

231C
13:15 ~ 16:00

12.3 機能材料・萌芽的デバイス 211A
13:15 ~ 18:00

211A
09:00 ~ 11:45

211A
13:15 ~ 14:45

PA2
13:30 ~ 15:30

CS.1 3.2材料・機械光学, 12.3機能材料・萌芽的デバイスの
コードシェアセッション

232
10:00 ~ 11:30

12.4 有機EL・トランジスタ 145
09:00 ~ 11:45

PA5
16:00 ~ 18:00

145
09:00 ~ 11:45

145
13:45 ~ 18:00

145
09:00 ~ 12:15

12.5 有機太陽電池 432
09:00 ~ 12:15

432
09:00 ~ 12:15

PB4
13:30 ~ 15:30

432
09:00 ~ 12:15

432
13:45 ~ 18:00

12.6 ナノバイオテクノロジー 222
09:00 ~ 12:00

222
13:30 ~ 17:15

222
09:00 ~ 10:30

222
13:30 ~ 17:00

PA3
13:30 ~ 15:30

12.7 医⽤⼯学・バイオチップ 221C
09:00 ~ 11:45

221C
13:15 ~ 15:30

221C
13:15 ~ 17:45

221C
09:00 ~ 11:45

PA4
13:30 ~ 15:30

13 半導体

13.1 Si系基礎物性・表⾯界⾯・シミュレーション PA3
09:30 ~ 11:30

135
09:00 ~ 11:45

135
13:00 ~ 17:15

13.2 探索的材料物性・基礎物性 436
09:30 ~ 11:45

436
13:45 ~ 18:45

PA4
09:30 ~ 11:30

13.3 絶縁膜技術 PA5
09:30 ~ 11:30

145
09:00 ~ 11:30

145
13:15 ~ 17:00

13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 233
09:30 ~ 12:00

PB2
13:30 ~ 15:30

233
09:00 ~ 12:00

233
09:30 ~ 11:45

233
09:00 ~ 12:00

233
13:00 ~ 16:45

13.5 デバイス／集積化技術 CE
09:00 ~ 12:15

CE
09:00 ~ 11:30

PB3
13:30 ~ 15:30

13.6 ナノ構造・量⼦現象・ナノ量⼦デバイス 211A
13:15 ~ 18:15

PB4
13:30 ~ 15:30

CS.6 3.11フォトニック構造・現象, 13.6ナノ構造・量⼦現象・ナ
ノ量⼦デバイスのコードシェアセッション

143
09:00 ~ 12:00

13.7 化合物及びパワー電⼦デバイス・プロセス技術 PA6
16:00 ~ 18:00

CE
15:00 ~ 18:45

331
09:00 ~ 12:30

331
13:45 ~ 17:15

331
09:00 ~ 12:15

331
13:45 ~ 16:00

13.8 光物性・発光デバイス 235
09:45 ~ 11:30

235
13:30 ~ 17:00

235
09:30 ~ 11:30

235
13:30 ~ 17:30

PA3
09:30 ~ 11:30

136
09:00 ~ 12:15

136
13:45 ~ 15:45

136
09:30 ~ 12:00

136
13:30 ~ 16:15

PB5
16:00 ~ 18:00

15 結晶⼯学

15.1 バルク結晶成⻑ 431B
09:00 ~ 12:00

PB5
13:30 ~ 15:30

15.2 II-VI族結晶および多元系結晶 431B
13:45 ~ 15:30

15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎 234B
13:15 ~ 18:30

PB6
16:00 ~ 18:00

146
09:00 ~ 12:30

146
09:00 ~ 12:15

146
13:15 ~ 19:15

146
09:00 ~ 12:15

146
09:00 ~ 12:15

146
13:30 ~ 18:00

PA4
13:30 ~ 15:30

15.5 IV族結晶，IV-IV族混晶 235
09:30 ~ 11:45

235
13:15 ~ 17:00

PB7
16:00 ~ 18:00

15.6 IV族系化合物（SiC） 141
09:00 ~ 12:30

221C
13:45 ~ 18:00

141
09:00 ~ 12:30

PB6
13:30 ~ 15:30

15.7 結晶評価，不純物・結晶⽋陥 131
09:00 ~ 12:00

131
13:30 ~ 17:45

PA6
09:30 ~ 11:30

16 ⾮晶質・微結晶

16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス PA3
13:30 ~ 15:30

231A
13:15 ~ 15:30

135
09:00 ~ 11:30

16.2 エナジーハーベスティング 231A
09:00 ~ 10:30

16.3 シリコン系太陽電池 PA5
13:30 ~ 15:30

133
09:30 ~ 11:45

133
13:45 ~ 17:45

133
09:30 ~ 11:45

133
13:45 ~ 17:00

17 ナノカーボン

17.1 カーボンナノチューブ，他のナノカーボン材料 224B
09:00 ~ 11:45

224B
13:15 ~ 18:45

17.2 グラフェン 311
17:30 ~ 19:00

311
09:00 ~ 12:15

311
13:45 ~ 18:30

311
09:00 ~ 12:45

224B
09:00 ~ 11:45

224B
13:15 ~ 16:00

311
09:00 ~ 12:15

PB3
16:00 ~ 18:00

21 合同セッションＫ「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
224A
09:30 ~ 11:30

224A
13:00 ~ 15:15

234A
09:00 ~ 12:00

234A
13:30 ~ 18:30

PB8
16:00 ~ 18:00

22 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」

22.1 合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 PA9
16:00 ~ 18:00

234B
09:00 ~ 11:45

234B
13:15 ~ 18:00

2018年9⽉18⽇(⽕) 2018年9⽉19⽇(⽔) 2018年9⽉20⽇(⽊) 2018年9⽉21⽇(⾦)

13.9 化合物太陽電池

15.4 III-V族窒化物結晶

17.3 層状物質

PB3
16:00 ~ 18:00

21.1 合同セッションＫ 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイ
ス」


